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e La infiinlare in I.P.R.S. BANEASA
lucrau 600 de oameni. Media de virstd era
de 20 de ani. Produclia a_sigura necesarul
de componente pentru fabriealia de apa-
rate radio.

O Azi in intreprindere lucreazd, peste
5 000 de oameni, dintre eare 300 inc5 de la
infiinfare. i.P.R.S. BANEASA asigur6 8507,
din intregul necesar de componente aI in-
dustriei romAnegti (radioreceptoaire, televi-
zoare, echipament radio, echipament rulant,
aparaturd de misurd gi control, aparatur5
pentru automatizdri, cercetare etc.).

O In perioada 1971*1982 produclia
marf6 a crescut de 10 ori ;productivitatea
rnuncii de 5,6 ori ; numdrul de oameni ai
rnuncii s-a mdrit cu numai 1,2 ; cheltuieiiie
totgle au scdzut cu 37,2070. Ponderea de
produse noi asimilate in fiecare cinci-
nal este de T0-800/o din totalul producliei
marfa. '

e I.P.R.S. BANEASA pdtrundc cu tot
mai mult sueces pe piala externi. Se ex-
port5'eomponente in mod direct.ln peste 20
de {5ri, -unele dintre acestea fiind ldri cu
tradi{ie in domeniul, industriei electronice.

In mod. indirect se exporti eciripament Ei
instalalii fabpicate de beneficiarii noqtri in-
terni in aproape toate !5rile tumii.

O Succesul de care se bucuri compo-
nentele i.P.R.S. BANEASA au impus-o
atenfiei juriului international care acordi
Trofeul calitSfii, tpofeu decernat intreprin-
derii noastre in 1928, Ia Madrid.

O In perspectivd I.P.R,S. BANEASA va
asirnila noi tipuri de componente electro-
nice prin utiiizarea capacitdfii de crea{ie a

ateliereior de proiectare. Se vor,integra in
fapd componqnte profesionale utilizate in
industria noastri.

E La aniversarea a 20 de ani de Ia in-
fiinfare, I.P.R.S. BANEASA i s-a decernat
Crdinul muncii clasa II-a, pentru locul doi
ob{inut in intrecerea socialistd a intre-
prinderilor industriale pe ramuri.

90 T}E ANI T}E PROGRA,S
In toamna anului 195g s-a semnat un

contract cu GrupuI Industrial C.S.f. din
Franla privind organizarea faLrricaliei in
RomAnia a televizoarelor, radioreceptoare-
lor cu tranzistoare precum gi unele -ompo-

nente electronice ce intrd in structura aces-
tor produse.

Sarcina realizdrii acestui program a fost
incredintatd colectivului Uzinei Electronica.
Uzina era in plind dezvoltare determinat5
de integrarea fabrica{iei radioreeeptoarelor,
organizarea executdirii pieselor Si sub-
ansamblelor concomitent cu dublarea capa-
citifilor de producfie.
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caracteristic
existent in*l acel moment la Etrectronica, s-a
trecut la realizafea acestui important pro-
grarh'Care'avea dE creeze ba2ele actualei
lntreprinderi de piese radio qi semicon-
ductori B5neasa.

Amplasarea intreprinderii ih aceastd

trumoasd zon[" a capitalei, impusd de nece-
sitatea unui climat cu aer curat, ferit de

agenfi poluanti, a fost aprobati de Condu-
cerea Superioard. S-a luat in considerare gi

necesitatea ca acest ob,iectiv si fie intr-un
mare centru cultural'cu institufii de inv.5t5-
mint superior, institute de cercetare, centru
de tradi{ie industrialS, precum Ei in apro-
pierea principalilor utilizatori.

Terenul pe care astizi se afle impun6-
toarea intreprindepe era inainte weme o li-
vadi de piersiei qi caigi in al treilea an de

existentd. Sacrificiul nu a fost prea impor-
tant deoarec.e schimbarea destinadiei aces-

tui teren a pus bazele industriei pomdneqti

de componente electroniie.
in pardlel eu re'aHzarea programului de

investifii, fnceplnd cu asigurafea utilitdti-
lor, construcfiiloi industiiale, lnstalaliilor
qi clilor de acees spre intrepdnderr gi in
interiorul acesteia, s-a trecut la selec{iona-
rea personalului, Ia specializarea acestuia in
tAfE Si in stifrindtate, Ia prEgetirea docu-
mentatiei.

lrrtrucit lir{rarea utilajelor qi a documen-
tafiei devansau piogrAfhul de im,estitii aI
viitoarei intreprinderi, in scopul instruirii
egalonate a personalului, primele ateliere
de produclie au fost organizate provizorlu
ln incinta Uzinei mamd Electronica, din
strada Baicului 82, la etajul II al eorpului
20, pe o suprafati de cca. 4 000 m2. Aici
s-au fabricat pentru prima dati in tard
tranzistoare de joasi s-i medie frecven{d,
diode, condensatoare cu stiroflex qi conden-
satoare electrolitice ininiatrrrS.

Luna idnie 1962 rCpieziritl ,ddta ates-
tat5 documentar a na$terii I.P.R.S. BA-
NEASA.

durata i"ealizare'a {nr,esti-
tiei, coleetivul dela ElecEronioa sra pfi@cu-
@t'cu toat6 grija ff" asigurarea '6urd*$i_

Iolde dotare cu cele mai bune ca_
dre ingineregti de concepfie gi conducere,
cu personalul de execu$ie. O bun6 parte
din aceqtia. se afld si astdzi in flntre_
prindere, unil fiinnd chiar in condueerea
I.P.R.S. BANEASA gi a principaleiqr sectii
de producfie.

Frofilul, in primul an cle producfie, cu_
prindea tranzistoare cu germaniu de joas6,
medie qi inaltd frecven{d realizate prin teh-
nologia de 6ligre, tranzis'toare Drift, diode
cu germaniu, rezisten{e chimice cu pe,licu,l6
de carbon de 0,2S W, 0,S W, 1 W qi 2 W,
condensa.toare eleci,rolitice normale qi de
joasi tensiune.,condensatoare stiroflex, con*
densatoare cu hlrtie impregnate in ceard sau
u1ei, cohdensatoare cqramice de tip tubularn
disc gi plachetS, cablaje imprimate, etc.

An de an lntrepl.inde.rea s-a dezvoltat,
s-a diversificat nomenclatorul de corn.po-
nente, a erescut capacitatea .dc ptoduclie in
c'oncofdan{d cu dezvtrltarea .de ,ansarriblu a.

industriei rornenesf,i, dcvenind ea insd.qi
uzinS ma'mE prin desprinderea intreprin-
derii de cornponente pasirre de ,la Cu-rtea de
Argeq Ei a Institutului de cercetare de.eom*
ponente electronice din Bucureqti.

Evolufia intrepf,inder.li de;a lungui arri*
lor, ,rtalkdrile Wedniaultli ,colecfiv aI
I.P.R:S. BANEASA a r6spuns cu einste $l
d5ruire increderii acorddte .de 'Conducerea

Superioard de a fi promotorii industriei
electronice din fara noastrd.

Cu pdlejul acestui eveniment, impiini-
rea a 20 de ani de existenfd, alitur cele mai
alese ginduri trlturor,cielor cqre au muncit
Ei muncesc in prezent in aceastd intre-
prindere, urind noi succese in muncd gi rea-
lizarda importantelor sarcini incredinlate
pentru suecesul ,industriei elcctronice in fara
noastrS.

CONSTANTIN TAUE
Dhector C.S.P.
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cuM \TxIDETI AcuM I.p"R"s. gAxuAsa
Personalitatea lntreprinderii de compo-

nente electronice din Bdneasa este determi-
natd de necesitatea abgrdirii unor tehno-
Iogii de virf, de o complexitate 6i r,-arietate
deosebitE.

Nomenclatorul larg al produselor, insta-
lafiile, utilajele 9i utilitSliie pe care le folcj-
segte, determind un nivel de dificultate a
conducerii rar intilnit in alte unitifi econo-
mice.

Cu toate acestea, caracteristica domi-
nantd a intreprirlderii este'tocmai faptul cd
procesele tehnologice sint conduse de
oameni bine informa{i gi eficienli la toate
nivelele - ateliere, secfii, servicii, intre-
prindere. Existd un sistem informatic care
asiguri luarea prompti a deciziilor, sis,tem
i1 care funclioneazd bucla de reaclie pentru
efectuarea corectiilor.

Secliile sint organizate pe principiul in-
tegrdrii, fapt care Ie conferd statutui de fa-
brici -mai mici, cu un minim de aparat func-
lional necesqr desfdqurdrii activililii.
- Cercetarea, dezvoltarea, reactualizarea

docurnentaliilor pentru reducerea costurilor.
evidenfa qi urmdrirrea cheltuielilor, intreli-

ne-rea utilajelor Ei instalaliilor, asigurarea
calit5lii produselor qi, uneori, chiar *igura-
rea material5, sint activit6li aflate in res-
ponsabilitatea total6 a secliilor de produc{ie.

In prezent colectivul I.P.R.S. BANEASA
se distinge in mod deosebit datoritd prom-
ptitudinii cu care rdspunde solicitlrilor be-
neficiarilor, datoritd preocupdrii pentru rea-
lizarea exportuiui qi a reducerii costurilor
de fabricalie. Faptul cd in condiliile actuale
de concurenli pe piara internafionald, de
mai mulli ani, se exportd componente elec-
tronice pe retralia vest, atesti inaltul nivel
calitativ Ia care se lucreazd in I.p.R.S. BA-
NEASA. Aceasta a fost posibil, printre altele,
datoritd reducerii spectaculoase de costuri,
lapt care a determinat un export competitiv.
Reproiectarea produseicrr qi modernizarea
tehnoiogiilor prin oricit de mari eforturi
proprii sint c5i sigure de reducqre a costu_
rilor chiar in condiliile creqterii continue aprelurilor materiilor prime gi materialeior.
Iatd crun ne pot ajuta tehnologii sd devenim
mai oPtimiqti' 

,,#;x.d#,.[x

DAU R4SURSA
Una din ele o eonstituie legdtura reald

cu ,scoala. I.P.R.S. BANEASC a avut inpermanen{d, in cadrul politicii sale de cadre,
o. preocupare strategied pentru cunoaqterea
.si atragerea elementelor 

-de 
perspectivd Eide mare valoare din rinduj studen{ilor,

ajungind in prezent si dispund de o con_
centrare rar intilniti de talente gi persona_
litdli a ciror virsti line incd de' iinerete.
Integrarea inrrdtdmintului cu proauclia qi
cu_ cercetarea a devenit, in cadrul I:P.R.S.
PA.NE4S4, _pentru studenli (i"""pi"a- 

"frimde 1a nivelui anului III), peniru ci,lrele di_
dactice care muncesc in'domeniul de-- com_
ponente, pentru cadrele tehnice din intrc_
ptil99l9.,. un- fapt de via{d, o obiqnuinld aactivitd{ii zilnice. Studentul invali in pro_
cesul muncii realizind odatl cu 'pregdtlrea
proiectului de diplomd, inqurubar"a i"r:. ."r_
trtatea nu intotdeauna armonioasd a pt.o_
ducfiei. In liniile de fabricalle se 

-Jestaqoa.a

activitdfi didactice Ei de cercetar.oe, persona_lul tehnie al fabricii {inind cursuri'. 
--semi_

3

narii, laboratoare, proiecte pentru studenli.
uesrgur ca aceastd ap-ropiere, intre qcoala giproduclie s-a fdcut -din 

ambeie p5rfi consti-tuind o preoeupare de esenta ii I Facul_. tdtii din Institutul politehnic .BucureSti 
qi aeatedrei de specialitate - de dispbzitir.e,

circuit_e gi aparate electroniee, conduse deprof. dr. ing. M. Drdgdneseu, m.mbiu cores_pondent al Academiei R. S. RomAnia. care a
avut un rol hotd,ritor nu numai in cr.earea
unei Ecoli de specialiqti in dispozitive semi-
conductoare, ci qi a industr:iei de profil. Ap
spune cd rezultatul acestor interferrente con_
structive il constituie sentimentul unei mari
familii, cu o atmosferd favorabild evolufiei,
de muncd stimulativd, cu satisiacfia lucrului
bine fdcut.

O altd resursl a constituit-o actiuitatea
ca direct'ar, mai mult de un deceniu, a ing.
Lazdr Sandra. Activitatea sa a oferit colecti
rrului de oameni talenta{i qi harnici din fa_brici sentimentul de echiiibru, posibilitatea

L
Hi;-
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Cireulte integrate

de realizare prin munc5, a dus Ia formarea
de echipe de conducere Ia diverse nivele, a
constituit o ilustrare a aplicirii permanente
a ideii de corectitudine qi respect fafi de
cuvintul dat, conducind tra profilul de ne-
confirndat, de mare prestigiu, al I.P.R.S.
BANEASA. DirrectorulLazAr Sandra a fost in
aceasti perioadi punctul nodal al confluen-

lei de factori umani gi rnateriali, al unor in-
terese nu intotdeauna eonvergente pe care

a reuqit s[ Ie armonizeze qi sd le pund in
ordine, in slujfu interesului general, trecind
de Ia stadiul de idee sau dorin!5 Ia acela aI

lucruiui incheiat. Actuala echipd de condu-
cere duce mai departe, cu entuziasm qi de-
dica{ie, dificila sarcind a menfinerii pe un
loc de frunte a fabrieii pe traieetoria pro-
gresului continuu.

Trecerea prin clipa unei aniversdri se-
pari viitorul de trecut, resincronizeaz6
curgerea timpului Ei declanqeazd amintirea.
Distilindu-ne amintirile, fiecare dintre noi
sd dorim acestei fabrici un viitor pentru
care misura trecutului sI fie prea mic6.

MIRCEA BODEA
Institutul Pqlitehnic Bucureqti

DAC 08

NouI circuit integrat monolitic, DAC 08,
reprezinti dovada maturititii tehn_ologice
din seclia de circuite integrate a I.P.R..S.
BANEASA. Funclional, circuitul este echi-
valent cu tipurile produse de firmele Ana-
Iog Deviees, National, PMI.

DESCBIERE GENEBALA

DAC 08 are funcfia de convertor ciigi-
tai - analog, cu valoarea tipici a timpului

r{sB

Vle Et

de stabilire de 100 ns. In aplica{ii de multi-
plicator eroarea totali maximi este de ce1

mult * 1 LSB (bitul ce1 mai putin seRrni-

ficativ), pentru o varialie a curentului de

referin$5 de 40 la 1. Convertorul are ieqiri
de curent complementare, cu o excursie

largd de tensiune, permitind existenfa unor

tensiuni diferenliale de iegire, pe sarcini re-

CO}-$VERTOR DIGETAL.ANATOG DE 8 BITI

LSD

35ES?B
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Circuite integrate

eistive, de 20 V virf la virf. Diferenfa foarte
mied intre valoarea curentului de referintd
qi valoarea curentului de ieqire la capdt de
scal6, mai micd de + 1 LSB, elimini ajus_tdril: pentru capdt de scal6. 

'Neliniaritdfile
foarte _mici pe domeniul de temperaturd,
s-gb Q,,5%. miegoreazd aeumuldrile 'de erori
din diferite surse.

. CSl"- opt intr6ri de comandd logicd aie
cir-cuitului acceptd nivele TTL cind- termi_
ylyl J, corespunzdtor poten{ialului de prag
rogr-q,-- v zc , este conectat Ia masd. Simpla
modifieare a- potenfialului Vrc permite
interfa{area direct5 cu toate tamitiile de lo_gic6. Caracteristicile de funclionare ale cir_cuitului sint in esenfd neschimbate cind
tensiunile de alimentare variazd intre limi_tele t4,D .. . +18 V.
- _Circuitul este livrabil in variantele:p DAC 08, p DAC 0B A pentr,, ao-u"i"f O"
temperatqre 

-5b... +125"C qi g DAC 0B E
13 DAC 0B C,0 DAC 0B H, peniru O. . . ZO"C

FT'NCTIONARE

, 
Blocul analogic de intrare este amplifi_

cato-r diferen{ial cu iegire in curent, 
"o.ru"_tat Jn reacfie negativd totaU.

__ lntrdrile acestui.A.O. sint Vnr.r (+) qiv*rf- (-) (pinul r4 sespecti., ilitl'Iointra-
rea V43p (+) se aplict.r, 

".r"uot-exierio"

ce reprezintd curentul de referinlE. Ip1p,cl
convertorului.

-Curenfii de polarizare ai intregului cir_cuit sint generali de blocul RETEA DE pO_
LARI4ARE, iar valoarea lor qi valoarea cu_
rentului de alimentare sint determinate in_
tern de o tensiune Zener. Cele g intrd,ri de
eomandd l9Slcg Bt=B, (pinii 5-12) ac{io_
neazd, blocul COMUTATOARE, care asigurd
trecerea curenlilor (respectind ponderea ce_
lor B -bi!i) pe una din ieEirile 1au,a sau ffi(pinul 4 respectiv 2). ponderarea Lste facuii
cu un grup de rezistenle identice, care for_
meazd relele R-2R qi un grup de tranzis_
toare cu ariile de emitor in rapo,arte clate,
precis controlate prin geornet::ia cilcular.a a
emitorilor.
. In-funcfie de tensiunile aplicate in pinul
1 se fixeazd pragurile de eomandd logicn.
rn acest prn apare un curent eonstant ge_
nerat de efcuit (80 p A) care trebuie absor-bit in exterior.

APLICATII

Din multitudinea posibititdlilor de utili-
zarne ale acestui circuit au fost alese citeva
apliealii mai importante. De remarcatci pentru implementarea multiplicatorului
analogic poate fi folositd schema converto-
rului A-D de B bili prezentat in continuare

MSB L5B
BIBEE38485E6E7B8

*Vref Rrof

+10.000v 5,000k

5,000k
Eo

0,01 uF

+V f fs= ( 255/25G ) ( VrefzRref )

Fu'nclionare cu tensiune d,e referinld, pozitiud, $i tensiune Ttozititsd ra i"esiri (IjL, E0)

.J(>oo
IrI

I
tr

(>

L:,

o I.:-v

+10,000v

s 6 i sl roll-ta
144

DHC O8
53 t6 13 r

e/nEra



Circuite integrate
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CLOCK

REGISTRU DE

BPROXII.IflTI I SUCCESIVE
(nM 2502 )

3 4 5 6 ,1 I l2 13 14

0,0iuF

- 15V

Conoertor

lNTRRRI

bifi (ttmp conuersie 2 s)

L5B

+5V

*Vref
I O, Ooov 5, 000k

tL
:,

c)I
8

+ l5v
A-D de

+Vrsf

+l0,ooov Voriantd pentru aiastareocopdtuhti
ilp icald lo ie;ire (Irs)

ORDONAREA PE CLASE CABACTEBISTICI ELECTBICE

cLAsA ,#,?yfJxH,illx
Tensiune de alimentare
Timp de stabilire redus Pentru
curentul d6-" iegire

NELINIAEITATE
+4,5 ... +lBV

100 ns

DAC 08

D4.c 0g ,{
DAC 08 C

DAC 08 E

DAC OB H

-55...+125oC
-55...+12poC

0...+700c
0...+70oc
0...+700c

-,-6,1gor'oFS

*0r,1 oftFS

+0,39%FS
+0,190 rs
+0.1 o FS

Eroarea pentru cap.it de scal[ +1 LSB
Neliniaritate in temperatur6 +0,1%
Excursia tensiunii de iegire -10V '. . +1BV
Consum redui de ptitere(f..: *5\')33 mv
IeEiri complementare de curent
Interfatare direct6 cu TTL, CMOS Ei celelalte
familii
Posibilitate de inmullire in dou6 cadrane pe do-
meniu largNotit: FS*Full Scole

9/BETir
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Circuite integr'r'..

4

SEMNIFICATIA TERMINALELOR

l. Vrc, Tensiune de prag logic 9' B;

2. Ijur,te$te'complerriedtarl de curent 1.0. B{}

3. V-, Alimentare 11. B?

4. /gy7,Ieqire directd de curcnt 12. 83, Bitul cel mai pulin semnificaHv (LSB;

5. Br, Bitul cel mai semnificativ (MSB) 13' v+, A[mentare

I

7. Br 15. Vref (-), Intrare amplificator
8, Ba 16. ComPensare frecvenld

+Vref

5 6 7 I 910llt2 )
l{ i "'

vt
(Vl )0)

SCHEilF CONVERSIE
R.D

v2

(VZ)0)

L5B

I\Iuliiplicator analogic irt prirnul cadta,n

C3R3=lzfl>lOte

tc=timp conversie fi-D

Eo= ( V 1/Vre{ ) VA (ffi/Re )

IMBUNATATIRI

Cu toate c5, funcfional. cirt'cuitul este

echivalent cu modelele streine, structura
interni a fost rrrodi{icatd pentru oblinerea
unor imbun5tafiri iryportante. Curentul de

intrare al etajului diferen{ial pa,rticipi }a

formarea relerinfei de curent. Este riscant

ea aceast6 specifieatie sd depindd esential

de ciEtigul in eurent al tranzistoarelor pnp

latgrale. Ca urmare, au fost introduse tlan-
zistoare pnp vertieale suplimentare, eu pa-

rametri mutrt'mai stabili tehnologic. Tran-
zistoarele care. participS la formaroa re{elei

de ponderare au arii de emitor precis contro'
Iate tehnologic pentru eliminarea erorilor
de conversie. Modificirile aduse geometriei

emitorilor au dus la staQilitatea gi imuniza-
rea ariilor la varia{iile tehnologice inerente.

GABRIEL TANASE

g/BE'fc'



CIRCUITE IMPRIMATE FLEXIBILE
Circuitele imprimate flexibile reprezintd

solutia modernS de interconectare electricd,
mai ales in cazul unei miniaturizdri cerute
prin proiect.

O compara{ie circuite flexibile-circuite
rigide relevE faptul ci cele flexible oferl
avantaje nete Ia interconectarea componen-
telor electroniee :

O adaptare ugoar5 la condilii minime
de spaliu

O micqorarea num6rului firelor de le-
gdturd

O manipulare comodi.
La cererea beneficiarilor, atelierul de

circuite imprimate din I.P.R.S. BANEASA
a finalizat un proces pentru fabricarea cir-
cuitelor impnimate flexibile, prin preluarea
unor cercetiri I.C.P.E. Acestea se realizeazi
pe suport din folie poliestericd, avind gro-
simea de 50 Fm sau 100 p m, placat cu
cupru, de 35 p m. Densitatea de curent ma-
xim admisibild pentru o funcfionare nor-
ma15 a produsului este de 20 A/sz (0,2 Al
mm liljme conductor).

Traseele de cupru se realizeazd, ca qi in
c_azul cablajelqr rigide, prin serigrafier.e,
dupd care sint aeoperite selectiv eu un iae
de maseare. Stratul de lac asigurd protec-
tia impotriva oxiddrii. a scurtcircuitelor,
eontribuind in acelaqi timp Ia creqterea re-
zisten{ei mecanice. Conectarea componente-
Ior pe cablajul flexibil se poate face meca-
nic (presiune, sertizare) sau prin suclur6.

DORINA DRAGOMIE

Circuitc imprirna[;

CARACIEBISTICI
I Numdr minim de flexiuni repetate
^ I4"e intreruperea traseelor, 1000
O Nu se aprinde la scurtcircuit lntre trasee
! Rezistenta minimd de izol.afie intre tlasee

- Ia livrare 20 M e
- dupd acfiunea umiditdtii 5MA

a Trase€le ronductoare nu se intrerup qi nu se

^ e,xf6t:iazd la supratensiuni de 1,5-U, /b nlin
I Tensiunea maxi^rn5 intre trasee

- pentru Un ( 60 V, b00 V
- pentru 60V <Un< 220 V, 1500 V

I Domeniul temperaturilor de-functionare
-400 ... +800c

! Variafia maximd a temperaturii ambiante,
-l-40oC7B ore

! Tensiunea maxim5 admisd de suportul electro-
izolant

- 
pentru LTn\< 60 V, S00 V

- pentru 60 V <Un < 220 V, 1b00 V

DIODA RA trCU GAPSULA METAL- PLESTIC, O IDEE
Produedtorii diodelor auto beneficiazi

de o conjuch4rd favorabild. Cererile se men_
lin constante, infirmind prognoza pesimist5
fdcutd acum 5-6 ani pentru aceste produse.
Beneficiarii solicitd insd produse din ce in
c-e Inai perform,ante (cr,egterea temperaturii
de lucru a joncliunii, cregtgrea tiaUi-litatii) la
preluri tot mai scdzute, in condiliile in care
prelurile materiilor prime crresc \reftiginos.In virtejul-acestor tendinfe contradiitorii,
se cautd solufii noi pentru lansarea pe piali
de produse rentabile, care si cuprindd ifere
noi de aplicafie pe iingd cele tradilionale.

I.P.R.S. BANEASA oferd beneficiarilor
interesali dioda RA in capsuld metal-plas-
tic, ale cdrei performanle jporite permit in-
Iocuirea fdrd ezitare a eunoscutei diode
RA 220 in eapsuld metalie6.

s
<p
@

e/33fa



Rentabiiitatea diodei RA in capsulA me-
tal-plastic este ugor pusd in eviden!6 cu
ajutorul datelor comparative cu produse si-
milare existente pe piala interna{ional5 :

O Varianta RA 220 este dioda auto cu-
noscut6, incapsulat5 in metal. Mai putin
cunoscut este faptul cd prelul ambazei
atinge o trqime din prefui diodei, iar im-
portul rezidual este foarte mare.

O Varianta Motorola este realizatd prin
lipirea unei diode buton tip RAG in inte-
riorul unei ambaze similare ca dimensiuni
ambazei RA. dar fdri inel de sudurd. Am-
baza se poate realiza din cupru obiEnuit, de
doud ori mai ieftin decit cuprul OFHC uti-
Iizat la capsula metal inchisd (RA 220).

Dioila Bosch

aslna apoxi

ras lna
protect t a

structura Sl

enbaza
(cupru 0FHC)

raslna epoxi
dloda buton(tip RHG)

p as I vant
Jonct i unc

ambaza
( cupru )

capota

lnal sudura

p as i vant
Jonct I uno

- 
ambaza(cupru 0FHC)

i oda buton
(tip RHG)

raslna apoxi
oas i vant
Jonct i une

arnb az a
(cupru)

Dioda Motorola

Dioda RA metal-pla,stic

I Varianta Boseh este realizatd prin in-
capsularea in plastic. Dioda necesitd tole-
ranle strinse la piesele detaEate Ei utilaje
scumper specifice acestei fabricadii.

Dioda RA in capsul5 metal-plastic este
realizata prin lipirea unei diode buton pe o
ambazd, similard ca dimensiuni de gabarit
cu dioda Boseh, dar mult simplifieatd. In
acest caz pre{ul ambazei ajunge la aproxi-
mativ o zeeime din prelul diodei.

Raportul performanle-pre!, pentru dioda
RA in capsulS metal-plastic, o reeomand[
pentru o serie de apiioalii in afara dome-
niului auto :

O Echipamente in care se manipuleaai
curen{i mari (100. . .800 A) - aparate de
sudurS, acoperiri galvanice, etc.

O Aplica{ii de curen{i medii (20. . .
100 A) - incirc5toare de baterii. surse de
Putere' ete' 

MrRcEa RoMANEscu

Dioda RA 220

CAAACTEBISTICI ELECTBICE

Curbnt rnediu rediesat

o (T" ==,9gog,

Curent direct de virf
de suprasarcind aeci-
dentalS, Ipg1y
(Tc=25oC, impuls 10 2r")

-

Tensiune directi
de virf Vrrr (Ir.-- 604')

, 100,
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DIOUE PIGIIAMPENIOE 8U

- In doudzeci de ani de existenfe, I.P.R.S.
BANEASA a acumulat o experienia t"frrro-
logiga importantd, care a peimis realizar:ea,
in timpul reqqld de B luni, a diorJelor pico-
amperice cu siliciu DP 450 qi Dp 451.

Prineipala caracteristicd a acestor diocie
este curentul pezidual extrem de mic, de
ordinul picoamperilor. Curentul rezidual se
mentine la acest nivel pind la o tensiune
inversd de cca. 20 V qi pe o plaji relativ
largd de temperaturd (25 . .. AO"e;. Luind
in calcul valoarea tipicd Ip : 9,5 pA la
VR : 5 V 5i To^6 --25"C ie obline 

-pentru

rezistenla de blocare a diodei o valoare de
10 GQ.

Diodele prezintd capacitd{i scdzute ;ipractic constante cu tensiurr-ea inversi.
Caracteristicile de comutalie sint acceptabile.
Montajul diodelor se face in capsulir de sti-
cld, DO-35, vopsitd (pentru a nu fi sensi-
bile la lumind) qi catodul marcat. Este ab-
solut necesar ca in cursul manipuldrii sau
montdrii diodelor in circuit sd nu se mur-
dirascd suprafa{,a capsulei, deoareee rezis-
tenla in b-Iocare poate scddea apreciabil.

TEHNOLOGIE

Realizarea diodelor picoarnperice iin-
pune o acuratele deosebitd'gi un control
precis aI operafiilor de difuzie qi pasivare.
Geometria redusd (gdrzile minime, B U m)
necesiti un proces dE fotogravurd aiemdnd-
tor cu ce1 folosit pentru tranzistoarele de
tnalti frecvenfd. A fost necesard introduce-
rea unor proccse de ,,getterizare(( pentru
curdlirea zonei active a diodei de centrii de
generare-recombinare.

^ Un obstacol important, trecut in final, a
fost trierea acestor diode la un nil,el de cu-
rent cu trei ordine de mdrime mai mic de-

$ lt I0lU DP 450 $i 0P 4Et

cit cel utilizat pentru celelalte dispozitive.
ln acestscop s-a realizat un post electronic
special. El permite mEsurarea- curen{ilor re-
zidual_i p-e plachet6 sau in capsula cu o pre-
cizie de 0,1 pA.

APLICATII
Diodele picoamperice Dp 450 si Dp 4S1

sint destinate utilirerii in circuite de protee-
lie a amplificatoarelor operalionale sau a
circuitelor MOS. Datoritd curentilor rezi_
duali extrem de mici pot fi folosite in ;t._
cuite de memorare, integratoare cu con_
stante de_timp pari Ei aniplifieatoare loga_ritmice. Pot imbundtdfi performantele unor
circuite uzuale de prelucrare a semnalelor
cum ar fi )imitatoare, detectoare de virf,
eircuite de intirziere.

ADRIAN VEEON

CARACTEBISTICI ELECTEICE

Ip la Va:5V

Ip la V. :20V
Ia la Vp:5V

Vr la Ir.: 10mA

p la Vp:0V
f - lMHz

t* la Ip - l$mA
Vn:lV,In-lmA

CELULE SOLARE CS-01-c2, cs_02-c2
Actuala foame energeticd a determinat

mal'ea majoritate a producdtorilgr de com_
ponentc electronice sd caute solu{ii penti.u
captarea energiei solare. In acest context,
ceiulele fotovoltaice par a de{ine supre.raa_
lia in prirrin{a reialiei randament - pro-q.,de
cost, fapt care a deter:ninat rdspindirea,rlor
in lume. Dintre acestea eele fabricate'pe
siliciu sint majori.tare.

I.P.R.S. BANEASA dovedeEte inca o
dati ca are o maire capacitate cie reacfie la
cerinfele pielii, cdutind sd umple, ln scurt

e/BETA
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Celule solare

timp, golurile din spectrul de 
"o*pa.r"ht"electronice necesare la un *o**i'fit uti_Iizatorilor. Incepind cu aeest arn au intrat inraDncatie,du .:-"liu celule fotovoltaice frepraehete de siliciu monoeristalin cu diame_trul de 2 {oli (50,8 mm).

Cercetdrile fdcute-s-au concretizat prin
qunere_a la punct a dou6 tehnoloeiiliferite
de realizare a celulelor so1a.e ,-6 phctreta
de siliciu monocristalin tip X Ef iip-n
. .Plr1ntt tip de celul6 *"* ,r,r*"1.. come.._cial CS-01-C2 Ei se obfine pri.n A,uUia difi:_

yrg. oe-_tin p in ptachete de siliciu monocfis_[ann N cu rezistivitatea l,S . . . 2,5 c]r.Aceast6 celuli solard a intrat in'iabricatle
de serie, urmind ea primeie 10 000 ;-ii;livrate ..principalului 

- 
benefi"is.,-; f.i.p.f.

rrucure$ti, eare se va ocupa de montarea lor.ln panouri solare.

- . Al doilea tip de celu,ld (CS,02_CZ) se va
fabrica prin dubii implantare ionicd p" pt*_
chete de siliciu monoqristalin p cu rezisti_vitateaI...2cm.

,Caracteristicile indicate in ta1rclul
aldturat sint m5surate in conditiile .{M-1,
adicA expunet'ea celulei Ia luminl .de .ener_
9ie..100 m'ffic62 qi cu un spectru asemiinl_tor celui solar. Aeeste caiacteristici sint
valabile pentru ambele celule solare p:e_
zentate.

. CARACTEBISIICI OPTOELETRICE
$I GEOMETRTCE (CS-0r_C2)

Tensiunea ln gol V
Curentul ln seultcircdit tr

Puterea maxirnd
Puterea rnaxirrrd

' Vr" "Irc
de {unc{ionhre

Umid.ilatea ambiantir
Durata de funclionare
Diametrnl

Aria activd
Grcutatc.

Factor de /urrplcre t
Ter4peratura

'min. 0,5 V
.rni.n 0;4 A
0,25 W

,0,7.. .0,8

-400c ...
+E6CC
65t/o
20 ani
2' {oli
(50,8 mm)
t8 cm9
tr,5 c

. Prinei_piul de funclionare al unei celulesolare, CS-01-CZ : Energia tuminii, frv. strd_bate zona P qi ajunge i" ,o"u iv-Ju- o'"n"._gre mai mare decit energia benzii interzisea siliciului, 1,1, eV, gene-rind p.ru"ti-'"i""_
tron-gol, eare sint colectate de grile- de me_tal. Stratul antiref.lectant lasi .?- 

-ir"J"a 
f.,_mina prin el fird sd permitd reftexia-ia ni_vglgl rsgnr_afefei si:liciului. DatoritJ-kltufi_

zarii Iolosite (Ti-Ag_Ni) se reeomaneli co_neetarea electrici a eelulelqr cu aiutorulunei benzi .de nichel .argintat, fotosi"nO su-dura cu arc eleetric. paaouriie ,rt*u-- t""-buie sE cornfini celule identiiec l"-p"l"irt"

'J,, J, j, J, j, 't 
j, .t], ..L ,f.$ J,

LUHIHN SOLFRR

srRtrl ffiffr: rlEcTm,r {fiffi)

I
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t
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I1ETfi.

.a.tEL

Ni (Sum)

Eg(lurn)
Tl (0. k nd

P - sLrcJU (.0-Eum) --.\O

If . ZCNR DE TR'INZITIE

N - SILICIU (3o0un)
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riA PLACE BETA ?
Pentru o intrebare ,,Ce vi place la

BETA ?"

. O-In primul rind BETA este o publica_
fie tehnici romdneascd adevlrati, in sensu]
cd scrie despre -produsele qi tehnologiile
noastre. Prea multe din publicaliile (Ieh_
nJge).gar-e apar Ia noi sint romAnlEti numaiprin limba de prezentare, altminteri se re_
ferd la tehnici din alte {dri, producincl
multe confuzii.
__. I 4poi e scrisa din ce in ce mai bine.
u.ttimele numere, de pildd, mi_au atras aten_
fia prin calitatea deosebitd a desenelor.. din_
du-mi gi exp-licafia necesari : desene pt:o_
duse cu calculatorul_

*_p^ $i in sfirEit, Ei cel mai important :B{IA este o publicafie incurajatoarl pentru
noi to{i, cei care lucrdm in zond. Ea demon_
streazd de ce eforturi Ei lrealizdri sint capa_bili oamenii noqtri in'concliliile dlosebite
in care ei lucreazi acum.

Pentru o intrebare ,,Ce nu vi place IaBtrTA( ?
(8 Este distribuitd insufieient in rindulinginerilor din zon6 (cel pulin in 

""uu ""priveEte I.C.C.E.).
C Uneqri este prea polarizatd. Aga, de

exemplu, in editorialul ,,I.p.R.S. BANEASA
gj_ni{a exter:nd de componentej electroniee,,
(Nr.-_5) categoria ,,prod-us in !ar5,, i"-.o,r_
f"r^ra? cu-,,p;odus de I.p.R.S.s'(v. exemplul
referitor la BA 741 f.ald, de LM '101).

BETA servegte la mai mult decit ceea ce
se numegte in |imbaj curent popularizarea
rezultatelor ob.finule, prin aceast. 1rr1"t"_grndu-se, de obicei, comunicarea in afara
intreprinderii. Poate sd vi se pard curios,
dar am constatat c6 nevoia de ^ comunicare
se simte, in domeniul nostru de activitate,
chiar intre specialiqtii platformei. publiea-
lia BETA a I.P.R.S., ca gi Conferinla Anuald
de Semiconduetori (CAS) a I.C.C.E., ii de_
terrnind pe inginerii noqtri ultraspeciali-
za{i sd comunice dinco}o de cadrui seeliei
de producfie sau de cercetare in care iu-
creazd. Se evitd astfel ,,spargerea unor uqi
deschise(6, cum numim noi descoperirea sau
inventarea unor lucruri descoperite sau in-
ventate de alfii.

La fel de important, BETA ii deter-
mind pe ingineri si scrie pentru alfii. Este
cunoscutd dif,icultatea tehnicienilor in a
comunica oral sau in scris cu lumea exte-
rioarS, recordul in scrieri necla,re detinin-
9,1:1, p" plan mondial, specialiEtii din Valea
Siliciului. Aceastd dificultate este din ce in
ce mai mare cu tinerii ingineri.Succesul in
inginerie este in mare mdsuri dependent de
abilitatea de comunicare (qrald siu in scris),
iar BETA contribuie substanfiai la cdpd-
tarea acestei abilititi.

CONSTANTIN BULUCEA
Director I.C.C.E.

CELULE SOLARE
cs-oI-ca, CS-O2-C2
caracteristicilor elect:ice ;i livrarea ia be_
neficiar se va face pe seturi de celule ,,su_rori gemene".

Incepind cu 1983 I.P.R,S. BANtrASA va
trece Ia fabricarea celulelor solare cu dia_
metrul de 3 loli (76,2 mm1 al cdrror curent
in scurtcircuit este de 1,3 A qi tensiunca in
go1 0,55 V. Pentru anul 1gB5 este prevdzutd
fabricarea celulelor solare pe plachete poli-
siliciu de formd pitratd, cu }atqra { loli
(101,6 mm), cu valorile cu:entului Ei ten-
siunii de 2,5 A respectiv 0,55 \r. Aceste ce-
lule prezintd avantajul unui pre{ de 10 ori
mai mic pe Watt putere instalat6, datorit6
faptului cI in pretul unei celule costul ma-
te,rialului folosit este decisiv.

Energia solartr poate fi utilizatd in lara
noastrS datoritd unor conditii geografico-
climatice favorabile. Se recomandi folosirea
celulelor solare in locuri izolate eum ar fi

statii .meteo $i radio, 'relee pentru televi-
ziune, qi radio, mini-alimentaloare pentru
calculatoare de buzunar qi ceasuri eleetro-
nice pr,ecum qi in locurile unde un simplu
calcu_l de eficien{d, cu ppivire Ia pre!-putere
instalat5, in'dic{ folosirea acestui tip de ge-
nerare a energiei electrice. 

v. cr]}rpoca

Pentru orice informalii tehniee suplimentare,
beneficiarii se pot adresa Ia S.E.I.C.E.I.-- te1.391.

Colectlvul redacftonat : ADBIAN-SORIN NAS-T4!E - reflactor gef, DANUT BODEA, pETRIt
AI-EXANDBU DAN, GABEIEL-DONCIU, TUDOB
DUNCA, GABRIEL GAVRILA, AURELLA NAS.
TASE, SILVIU PUCEEANU

I.P.B.S. BANEASA, Str. EROU II\NCU
NICOLAE ta,72gg6 BUCURE$TI, TELE_
FON 33.38.30.
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